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ენები

ენა წერა კითხვა მეტყველება
ქართული (Georgian) C1 C1 C1

Russian C1 C1 C1
English C1 C1 C1

განათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

მინიჭების თარიღი: 17.07.1991

მიღებული განათლება

აკადემიური
ხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელება ქვეყანა სპეციალობა
დაწყების

წელი
დასრულების

წელი
დოქტორი/დოქტორთან

გათანაბრებული
მოსკოვის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
Russian

Federation
1987 1991

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

1977

ტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსები

ორგანიზაციის დასახელება
ტრენინგის / სემინარის / სასწავლო კურსის

თემა
დაწყების

წელი
დასრულების

წელი
სან დიეგოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
სდსუ-საქართველო ფაკულტეტის განვითარების

პროგრამა
2019

პროექტები

მიმდინარე პროექტები

პროექტის დასახელება თანამდებობა
პროექტის

ხელმძღვანელი
დაწყების
თარიღი

დონორი

Erasmus KA171, Learning mobility for higher education students and staff
between Tuscia University (Italy) and Ilia State University (Georgia), 2022-

1-IT02-KA171-HED-000078368

Academic
coordinator

Chiara Bandachini 01.09.2022 EU



Research and International Networking on Emerging Inorganic
Chalcogenides for Photovoltaics (RENEW-PV)

Management
Committee

Member
Nicolae Spalatu 30.05.2022

European
Cooperation
in Science &
Technology

(COST)

პროექტის დასახელება თანამდებობა
პროექტის

ხელმძღვანელი
დაწყების
თარიღი

დონორი

დასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელება თანამდებობა
პროექტის

ხელმძღვანელი
დაწყების
თარიღი

დასრულების
თარიღი

დონორი

სხვადასხვა კონფიგურაციის ნანომესრული
ნახევარგამტარული გადასასვლელების

დემონსტრაცია

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

31.07.2020 01.11.2021

შოთა
რუსთაველის
სამეცნიერო
ფონდი და
მსოფლიო

ბანკი
გარემოს დაცვის სწავლების მოდერნიზაცია

სომხეთისა და საქართველოსათვის
კოორდინატორი

ავთანდილ
თავხელიძე

15.11.2018 15.11.2022 ერასმუს KA2

ერასმუს+ პროფესორთა მობილურობა
სწავლებისათვის

პოსტდოკის
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

01.10.2017 01.11.2017 ერასმუს+

ნანომესრული ფენების ელექტრონული
თვისებები

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

20.04.2016 20.04.2018

რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი +STCU

ნანოსტრუქტურირებული მასალები ენერგიის
გარდამქმნელებისათვის

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

05.05.2015 05.05.2017

რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

სატრანსპორტო თვისებები
ნანოსტრუქტურირებულ თერმოელექტრონიკაში

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

20.03.2015 20.03.2017

რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

ნანოსტრუქტურირებული მასალები
ოპტოელექტრონიკისა და

თერმოელექტროობისათვის

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

15.03.2014 15.03.2016

უკრაინის
სამეცნიერო
ტექნკური
ცენტრი და

რუსთაველიე
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

ტრანპორტი ნანოსტრუქტურირებულ
თერმოელექტრონიკაში

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

31.01.2014 31.01.2017

იულიხის
სამეცნიერო
ცენტრი da

რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

სათრანპორტი ნანოსტრუქტურირებულ
თერმოელექტრონიკაში

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

ავთანდილ
თავხელიძე

13.10.2013 13.10.2015

რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
ინდუსტრიული თანამშრომლობა და
კრეატივული საინჟინრო განათლება

დისტანციური ინჟენერიისა და ვირტუალური
ნსტრუმენტაციის ბაზაზე

საქართველოს
მონაწილეების

კოორდინატორი
კარსტენ ხენკე 10.10.2012 10.10.2015

ევროკავშირის
პროგრამა
ტემპუსი

სამეცნიერო მიმართულება (2018-2020)

ძირითადი მიმართულებები



მიმართულება: 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები

ქვე-მიმართულება: 2.10 ნანო-ტექნოლოგია

კატეგორია: 2.10.1 ნანო-მასალები (პროდუქცია და მახასიათებლები)

დამატებითი მიმართულებები (1)

მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ქვე-მიმართულება: 1.3 ფიზიკური მეცნიერებანი

კატეგორია: 1.3.2 კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა (რაშიც ადრე შედიოდა მყარი სხეულის ფიზიკა, ზეგამტარობა)

სამეცნიერო მიმართულება (2021-2024)

ძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 1. ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია

ქვე-მიმართულება: 1.3. კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა

კატეგორია: 1.3.11 მეზოსკოპიური კვანტური ფიზიკა და მყარი მდგომარეობის კვანტური ტექნოლოგიები

დასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო ადგილი სტრუქტურული ერთეულის დასახელება თანამდებობა მოვალეობები
დაწყების
თარიღი

სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ინჟინერიის ფაკულტეტი პროფესორი სწავკლება 01.09.2019

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ბიზნესის ტექნოლოგიებისა და განათლების
ფაკულტეტი

პროფესორი სწავლება 15.08.2011

სამუშაო გამოცდილება

კომპანია / დაწესებულება
სტრუქტურული

ერთეულის დასახელება
თანამდებობა მოვალეობები

დაწყების
თარიღი

დასრულების
თარიღი

ბორეალის ტექნიკალი ავთოს მეტალები
ახალი პროექტების

მენეჯერი
კვლევა,

მენეჯმენტი
01.01.1997 01.01.2006

დანიის ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ფიზიკის ფაკულტეტი სტუმარი მეცნიერი კვლევა 01.01.1995 01.01.1998

გერმანიის ფიზიკა ტექნიკური
ინსტიტუტი

მეტროლოგიის
განყოფილება

სტუმარი მეცნიერი კვლებვა 01.03.1994 01.04.1994

პაულ შერერის ინსტიტუტი
ნაწილაკების ფიზიკის

განყოფილება
სტუმარი მეცნიერი კვლევა 10.03.1993 10.09.1993

თბილისის სახელმჭიფო
უნივერსიტეტი

ფიზიკის ფაკულტეტი
უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი

კვლევა,
სწავლება

01.01.1992 01.01.2010

მოსსკოვის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

არაწრფივი რხევების
კათედრა

მეცნიერი კვლევა 01.01.1986 01.01.1992

ბირტვული კვლევების
გაერთიანებული ინსტიტუტი

ნეიტრონული ფიზიკის
ლაბორატორია

მკვლევრი კკვლევა 01.01.1981 01.01.1984

სამეცნიერო პროდუქტიულობა

პატენტები

დასახელება გამცემი ორგანიზაცია
სარეგისტრაციო

ნომერი
გაცემის

წელი
მეტალ ოქსის ნახევარგამტარის ტიპის ტრანზისტორი კვანტურ

ინტერფერენციული ეფექტის ბაზაზე
აშშ საპატენტო ბიურო 9,105,669 2015

თხევადი მეტალი როგორც თერმოტუნელირების ელემენტი აშშ საპატენტო ბიურო 8,575,597 2013



ზედაპირების წყვილი აშშ საპატენტო ბიურო 8,574,663 2013
დიოდების ჩაშენებული პოტენციალის მოდიფიკაციის

მეთოდი
აშშ საპატენტო ბიურო 8,330,192 2012

სიათლის სელექტიურად შთანმთქმელი ნახევარგამტარული
ზედაპირი

აშშ საპატენტო ბიურო 8,227,885 2012

ხე;ოვნური ენერგეტიკული ღრეჭო აშშ საპატენტო ბიურო 7,935,954 2011
ტრანზისტორი ახალი კვანტური ინტერფერენციის ეფექტის

ბაზაზე
აშშ საპატენტო ბიურო 7,893,422 2011

ელექტროდედპის წყვილის წინამორბედი
დიდი ბრიტანეთის საპატენტო

ოფისი
GB2436246 2011

ელექტროდების წყვილის წარმოების პროცესი აშშ საპატენტო ბიურო 7,658,772 2010
ახალი ტიპის კატალიზი აშშ საპატენტო ბიურო 7,651,875 2010

დიოდების ჩაშენებული პოტენციალის მოდიფიკაცია
გაერთიანებული სამეფოს

საპატენტო ოფისი
GB2438340 2010

ელექტროდების წყვილის გამყოფების წარმოების პროცესი აშშ საპატენტო ბიურო 7,642,467 2010
კვანტურ ინტერფერენციული მოწყობილობა აშშ საპატენტო ბიურო 7,566,897 2009

კვანტურ ინტერფერენციული ტრანზისტორი
გაერთიანებული სამეფოს

საპატენტო ოფისი
GB2452834 2009

თერმოტუნელური მოწყობილობის ეფექტურობის გაზრდის
მეთოდი

აშშ საპატენტო ბიურო 7,351,996 2008

თერმოტუნელური მოწყობილობის მარგი ქმედების
კოეფიციენტის გაზრდის მეთოდი

აშშ საპატენტო ბიურო 7,323,709 2008

თერმიონული ვაკუუმური დიოდი რეგულირებადი
ელექტროდებით

აშშ საპატენტო ბიურო 7,253,549 2007

მეტალის თვისებების დამოკიდებულება ზედაპირის
გეომეტრიაზე

აშშ საპატენტო ბიურო 7,220,984 2007

ახლო განლაგებული MEMS მოწყობილობების წარმოების
მეთოდი ადგეზიის რეგულირებით
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